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약

A1  함 하는 물 로 루어  전층 상에 형  절연층에 개  형 하는 에 개시 어 다. 
기 상에 형  하 조물상에 알루미늄  함 하는 전층  형 하고, 상기 전층상에 절연층  형

한 후, 상기 절연층 상에 개 가 형   정  하는 포 레 스트  형 한다. 어 , 
상기 포 레 스트  식각 스크로 하여 습식식각 에 해 상기 절연층  정 께까  등  
식각한 후, 상기 개  경  하 로 갈수록 아 록, 상기 등  식각 단계 후 남  상기 절연
층  RIE 에 해  식각(Taper ctching)하여 개  형 한다. 계 해 , 상기 전층  개

에 해 노출 는 것  보 하기 해, 플루로카본계 가스  산  혼합가스  사 하여 에칭
하고, 상기 결과물  RIE 스 티 한다. 플루로카본계  가스  사 하여 알루미늄  함 한 전층 상

 절연층  식각해  비아 홀과 같  개  형 할  생하는 플 나 휘  산물등  산
물들  전히 제거할 수 다. 라 , 체 치  수 과 신뢰  향상시킬 수 다.

[  칭]

체 치  형  

[  간단한 ]

제2A  내  제2F 는 본 에  체 치   형   실시  나타내는 공정순
다.

본 내  공개 건 므로 전문 내  수록하  않았

(57) 청  

청 항 1 
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하 조물상에 알루미늄  함 하는 전층  형 하는 단계; 상기 전층상에 절연층  형 하는 단
계; 상기 절연층 상에 개 가 형   정  하는 포 레 스트  형 하는 단계; 상기 포

레 스트  식각 스크로 하여 상기 절연층  종말점까  식각함 로  개  형 하는 단
계; 상기 전층  개 에 해 노출 는 것  보 하기 해, 상기 결과물  에칭하는 단계;  
상기 결과물  RIE 스 하는 단계  포함하는 체 치   형 .

청 항 2 

제1항에 어 , 상기 개  형  한 식각 단계는, 상기 포 레 스트  식각 스크로 하여 
습식식각 에 해 상기 절연층   등  식각하고, 상기 개  경  하 로 갈수록 아

록, 상기 등  식각 단계 후 남  상기 절연층  RIE 에 해  식각(Taper etching)하여 
수행하는 것  특징 로 하는 체 치  형 .

청 항 3 

제1항 또는 제2항에 어 , 상기 RIE 스  단계는 상기 절연층  포 레 스트에 한 식각 택비
가 높  조건 하에  수행 는 것  특징 로 하는 체 치  형 .

청 항 4 

제1항 또는 제2항에 어 , 상기 RIE 스  단계는 RF전력  높게 하고, O2  가스 비  높힌 플루

로카본계 가스  O2  혼합 가스  사 하여 수행 는 것  특징 로 하는 체 치   형 .

청 항 5 

제4항에 어 , 상기 절연층  산화실 콘 로 형 하고, 상기 RIE 스  단계는 RF 전력  1500W-
2000W  에  수행 는 것  특징 로 하는 체 치   형 .

청 항 6 

제4항에 어 , 상기 절연층  산화실 콘 로 형 하고, 상기 RIE 스  단계는 O2  가스 비  

70% 상 로 하는 O2/CHF3혼합가스  사 하여 수행 는 것  특징 로 하는 체 치   형

.

청 항 7 

제1항 또는 제2항에 어 , 상기 에칭 단계는  효과  시키기 하여 상기 절연층  포
레 스트에 한 택비가 1:1 하  조건 하에  수행 는 것  특징 로 하는 체 치   

형 .

청 항 8 

제1항 또는 제2항에 어 , 상기 에칭 단계는 CF4/O2 혼합가스  사 하여 수행 는 것  특징 로 

하는 체 치   형 .

청 항 9 

제1항 또는 제2항에 어 , 상기 전층  형 단계 후에, 상기 전층 상에 TiN층  형 하는 단계
  포함하는 것  특징 로 하는 체 치   형 .

청 항 10 

제1항에 어 , 상기 RIE 스  단계 후에, O2플라스  한 에싱단계, 습식식각에 한 스트  

단계  상기 결과물 상에 전물  포하여 제2 전층  형 하는 단계   포함하는 것  특징
로 하는 체 치   형 .

※ 참고사항 : 최초출원 내 에 하여 공개하는 것 .
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